Molecular Beam Epitaxy
EPITAXE Z MOLEKULARNICH SVAZKU

Technologie pripravy viceslozkovych polovodiCovych struktur

Schematické znazornéni MBE procesu pri rustu
GaAs/ AlGaAs

PRINCIP METODY MBE

Vhodné chemickée prvky, napi. Ga, As a Al jsou zahfivany ve vysokem vakuu v pic-
kach, nazyvanych efuzni cely. Vyparené atomy Ci molekuly vystupuj1 z cel ve smérovych
svazcich. Po dopadu na zahratou monokrystalickou podlozku spolu reaguji a postupné
vytvargi na podlozce dalSi monokrystalickou vrstvicku. Dalsi cely obsahuji prvky do-
pantl (napf. Si a Be), které ovliviuji typ pripravovaného polovodice (n-typ nebo p-typ).
Molekularni svazky |ze prerusovat clonami pred Ustim jednotlivych cel atim urCovat typ
Ci slozeni vznikajici vrstvicky.

Proces rustu je realizovan v komore ultravysokého vakua (10110~ mbar), ktera je
vybavenaefuznimi celami, manipulatorem pripravovane struktury stopenim (az 700 ° C),
elektronovym délem astinitkem pro RHEED. Jednotlive efuzni cely, jakoz i steny komory,
jsou za provozu chlazeny panely naplnénymi kapalnym dusikem (cca-200 ° C).

Princip metody RHEED.

POLOVODICOVE
HETEROSTRUKTURY

SLEDOVANI RUSTU

Pomalarychlost rustu, kolem 1 pm za ho-
dinu a vyuziti metody RHEED (difrakce
rychlych el ektrontl naodraz) umoznuji fi-
dit rust vrstvicek s presnosti najednu ato-
marni monovrstvu pfedem vybraneho sl o-
zeni. Metoda RHEED je citliva ke stavu
povrchu a podava informace o mono-
krystalicnosti, orientaci a hladkosti nej-
svrchng sl povrchové vrstvicky béhem je-
jiho rustu. Tyto informace jsou nezbytné
pro optimalni nastaveni podminek rustu.
Pribézné |ze dedovat i dynamiku tvorby
vrstev méerenim Casovych zmeén intenzity
vybranych odrazenych elektronovych pa-
prski (uritych bodt na difraktogramu).
Ta se s Casem periodicky méni a zaznam
vykazuje tlumené oscilace. Jednaperioda,
obvykle odpovidajici Casovemu intervalu
1 s, odpovida vytvoreni prave jedné ato-
marni monovrstvy. Z velikosti periodic-
kych zmeén intenzity lze urCovat kvalitu
vytvarene vrstvicky.

APLIKACE

ohfev podloZky a motor

kryopanely s proménnou rychlosti

chlazené elektronoveé délo
kapalnym dusikem pro RHEED

stinitko kvadrupélovy podlozky
hmotnostni spektometr

Schéma typickeé ristove komory MBE.
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